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Toshiba Electronics

Toshibas derzeitige CMOS-Pro-
zess-Node-Produktion reicht von
1,5 pm - der Prozess wurde 1986
gestartet - bis hinunter zu 65 nm.
»In der Tat fertigen wir heute noch
Produkte in 1,5 pm, da es noch ei-
ne nennenswerte Nachfrage gibte,
sagt Rainer Kdse, Senior Manager
Custom SoC Unit bei Toshiba
Electronics. Neue Entwicklungen

Ralner Kise, Toshiba Electronics

) Die maximal implementierbare
Komplexitdt und Taktfrequenz wird
mehr durch Anforderungen an die
Verlustleistung oder kommerzielle
Randbedingungen limitiert als
durch die Technologie selber, {{

werden allerdings nicht mehr mit
diesen Prozessen gemacht. Der dl-
teste Prozess, der heute noch fiir
ein neues Design genutzt werden
kann, ist eine 0,6-pm-Technik.
Laut Kase sind die 0,6- und 0,35-
pm-Technologien speziell fiir
Hochvolt-Applikationen wie In-
dustrieprodukte (48 V fiir 0,6 pm)
oder LCD-Treiber (18 V fiir 0,35
pm) geeignet.

Weitere Technologien mit nen-
nenswerten Design-Aktivitaten
sind zurzeit 0,18 pm, mit einer
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Aluminiummetallisierung fiir ex-
trem kostensensitive Produkte,
die ohne grofe Anforderungen an
Komplexitat und Verarbeitungsge-
schwindigkeit auskommen. Fiir
0,13 pm bietet Toshiba eine
Technologie mit Kupfermetallisie-
rung und umfangreicher IP- und
Funktionsblock-Verfiigbarkeit an.
»Diese Technologie wird erganzt
durch eine Variante mit 0,13-pm-
Transistor und Aluminiummetal-
lisierung, welche die Vorteile der
hohen Transistordichte und der
geringen Verlustleistung der 0,13-
pm-Technologie mit den niedri-
gen Preisen der Aluminiummetal-
lisierung verbindet«, so Kase.
Daneben stehen noch die 90-
und 65-nm-Technologien. Der
90-nm-Prozess ist bereits seit 2003
in Massenproduktion, zuerst auf
200-m-Wafern, mittlerweile auch
auf 300-mm-Wafern. Kdse: »Ein
Drittel der Toshiba-Gesamtpro-
duktion in der zentralen Fabrik in
Qita/Japan entfallt derzeit auf den
90-nm-Prozess.« Mehr als zwei
Dutzend Produkte befinden sich
bereits in der Massenproduktion,

von denen liber die Halfte auch
die »Deep-Trench«-Embedded
DRAM-Technologie enthalten. Ei-
ne Vielzahl weiterer Produkte be-
findet sich in der Design-Phase,
was die 90-nm-Technologie zum
derzeitigen »Mainstream« bei To-
shiba macht.

In der 65-nm-Technologie wer-
den laut Kise die ersten Produk-
te in der Massenproduktion gefer-
tigt. Diese Produkte sind in Zu-
sammenarbeit mit den Partner-
kunden im COT-Modell (Custo-
mer Owned Tooling) entwickelt
worden. Auch hier befindet sich
ein weiteres Dutzend ASIC-Pro-
dukte in der Design- und Prototy-
penphase. Laut Kdse hat auch
hier die embedded DRAM-Tech-
nologie einen nennenswerten An-
teil. Die Entwicklungen fiir IPs
konzentrieren sich zur Zeit un-
gefahr zur Halfte auf 90 nm und
zur Hailfte auf 65 nm. 45-nm-
Technologie (CMOS6) befindet
sich in der Endphase der Techno-
logie- und Bibliotheksentwick-
lung, ein Release ist fiir Ende 2007
geplant. (st) jur}
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